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Теллуридные стекла, активированные ионами Ho3+, находят широкое 
применение как материалы для производства оптических фильтров, элементов 
памяти, оптоволоконных линий связи. В работе [1] выполнен синтез и детальное 
экспериментальное исследование интенсивностей полос поглощения таких стекол 
и было установлено, что описание интенсивностей некоторых полос в рамках 
традиционных теорий интенсивностей получается с низкой точностью. В данной 
работе для повышения точности описания предлагается более корректно 
учитывать пространственное распределение электронной плотности. 

Свойства состояний редкоземельных ионов существенным образом зависят как 
от углового, так и радиального распределения электронной плотности. Угловое 
распределение электронной плотности определяется значениями спинового S, 
орбитального L и полного момента J. От углового распределения электронной 
плотности, прежде всего, зависят приведенные матричные элементы 

неприводимых тензоров     .'JLS'UJSL k  Различие в радиальном 

распределении электронной плотности в разных состояниях учитывается более 
косвенно, так как в одноэлектронном приближении радиальная часть волновых 
функций одинаковая для всех состояний данной 4fN – конфигурации.  

Из теории водородоподобных атомов известно, что чем больше энергия 
состояния, тем большую радиальную протяженность имеет распределение 
электронной плотности. Проанализируем с этой точки зрения состояние 5G5 иона 
Ho3+. Вычисленная в работе волновая функция этого состояния состоит в основном 
из суперпозиции трех «чистых» мультиплетов: 
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В скобках указаны энергии мультиплетов в см-1.  
Присутствие компоненты с энергией 60672 см-1 свидетельствует о том, что 

пространственное распределение электронной плотности в состоянии 5G5 имеет 
большую радиальную протяженность. По этой причине ион Ho3+ в этом состоянии 
будет сильно взаимодействовать с окружающими лигандами. Учет этой специфики 
электронного строения с помощью метода конфигурационного взаимодействия, 
предложенного в работе [2], приводит к уменьшению среднеквадратичного 
отклонения вычисленных сил осцилляторов от экспериментальных на 34 % по 
сравнению с традиционными теориями интенсивностей.  
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